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Caracteristici dioda laser

1 Avantaje

B Putere optica ridicata (50mW functionare continua, 4W
functionare in impulsuri )

B Precizie ridicata a controlului  (impulsuri cu latimea de
ordinul fs - femptosecunde ) d viteza mare de lucru

B Spectru ingust , teoretic LASERofera o singura linie
spectrala

B Lumina coerenta si directiva (~80% poate fi cuplata in fibra)

} Dezavantaje

B Cost (dispozitiv si circuit de comanda : controlul puterii si al
temperaturii )

B Durata de viata
B Senzitivitate crescuta cu temperatura

B Modulatie analogica dificila (de obicei cu dispozitive
externe )

B Lungime de unda fixa
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Materiale cu 4 nivele energetice

1 Laun material cu 4 nivele energetice tranzitia
radianta a electronului (3) se termina Intr - o
stare instabila , starea de echilibru obtinandu -
se prin emisia unui fonon
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Dioda LASER Fabry Perot

1 Pentru diodele laser utilizate in comunicatii
reflectivitatea oglinzilor nu trebuie sa fie
foarte mare

1 Interfata semiconductor aer ofera un
coeficient de reflexie de ~6% dar poate
ajunge la 36% pentru lungimea de unda de
operare (vezi lamela dielectrica )
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Distributed Feedback (DFB) Lasers
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Diode laser reglabile

; Dezavantajul metodelor anterioare e dat de
Imita redusa a reglajului  (~10nm)

} Reflectorul Bragg esantionat (periodic)
oroduce spectru de filtrare discret

Grating Structure Dezavantaj :
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} Regland unul din reflectori se obtine
rezonanta la suprapunerea celor doua
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